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Гетеро-сверхрешетки относятся к перспективным управляемым 

структурам оптоэлектроники. В работе исследованы спектры фотолюми­
несценции (ФЛ) гетеро-и-/-р-/-сверхрешеток в системе Gaa8In02As- 
GaAs. Многослойные (6 периодов) структуры толщиной 1.64 мкм выра­
щивались методом газофазной эпитаксии из металлоорганических со­
единений на подложках GaAs и содержали и-слои, легированные Si, и p-

слои, легированные C. Концентрация примесей в квази-дельта-
1 2  2легированных слоях достигала 7x10 см- . Квантовые ямы Ga0 8In02As 

шириной 6 нм располагались в и- и /-слоях.
В спектре ФЛ при 4.2 К выделяется краевая полоса 1.488 эВ, обуслов­

ленная рекомбинацией в легированных слоях GaAs. В длинноволновой 
части спектра имеется слабый пик 1.15 эВ, связанный с переходами в 
квантовых ямах Ga08In02As, и наблюдается интенсивная структурная по­
лоса с максимумом 0.9 эВ, которая при увеличении уровня возбуждения 
сдвигается в сторону высоких энергий (рис. 1).

Рис. 1. Спектр Sji(hv) низкотемпера­
турной ФЛ образца № 3975 при воз­

буждении 
непрерывным излучением 

Xe-лампы

Аналогичные полосы (более уширенные и сглаженные) наблюдаются 
в спектрах ФЛ при 77 К и возбуждении излучением Ar-лазера. Наиболь­
ший интерес представляет полоса испускания, перестраиваемая в зави­
симости от мощности оптического возбуждения и отражающая измене­
ние потенциального рельефа гетеро-сверхрешетки.
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